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OEM: Texas Instruments Transistor 2N1132 Datasheet

PNP-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren 2N1131, 2N1132
Schnellschaltende Transistoren fiir mittlere Leistung
2W bei Te =25°C
Komplementar zu Tl 2N696 und 2N697
max. 10 Q Sattigungswiderstand
Mechanische Daten
Mails in mm
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Absolute Grenzwerte
Kaollektor-Basis-Spannung 50 W
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) Bv
Emitter-Basis-Spannung ) 5V
Kollektorstram GO0 A,
Gesamtverlustleistung bel Tg = 26°C (Bem. 2) 2 W
Gesamtverlustieistung bel Te = 100°C (Bam. 2) 1w
Gesamtverlustieistung bel Ty = 25°C (Bem. 3) 06 W
Arbelts-Sperrschichttemperatur +175°C
Lagerungs-Temperaturbareich —65°C bis +300°C
Bemerkungen:

1. Dies Ist die Spannung, bei welcher | hrg | = 1 erreicht, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2, Lineare Abnahme bis T = 175°C mit 13,3 mW/°C.
3, Lineare Abnahme bis Ty = 175°C mit 4 mW/°C.
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OEM: Texas Instruments Transistor 2N1132 Datasheet
Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen Typ min  max Einh.
IcBo Hollektor-Basis- Upp=—=30V, Ig=10 —10 pA
Reststrom
lero Kollektor-Basis- Ugp = —30V, Ig =0, =100 mA
Reststrom Ty = +150°C
IEBO Emitter-Basis- Ugg = =2V, Ig=10 —100 mA
Reststrom
Uirrycro Hollektor-Basis- lg = —100 pA, g =0 —50 v
Durchbruchspannung
* Uirmyceo Hollektor-Emitter- lg==100mA, Ig=20 —35 )
Durchbruchspannung
* Uiprycer Hollektor-Emitter- lg = —100 mA, Rpe=10% —50 W
Durchbruchspannung
* hrr Gleichstrom- Upp = =10V, lg = =150 mA ZM1131 20 45
verstrkung 2N1132 30 o0
* her Glelchstrom- Upg = —10 V, lg = —5 mA N1 15
Veratérkung
* Usg Basis-Emitter- Im = =15 maA, lg = —150 mA 13 V¥
spannung
* Ucgmat) Hollektor-Emitter-  Ip = —15 mA, lg = —150 mA —15 ¥
Restspannung
hae KurzschluB- Ueg = —10 V, lg = =50 mA, N1131 2.5
Stromverstirkung f= 20 MHz 2N1132 3
Cib Leariauf- Ugs = —0,5Y, lg=10, B0 pF
Eingangskapazitét f=1MHz
Cob Leerlauf- Ugn = =10V, g =10, 45 pF
Ausgangskapazitit =1 MHz
ha1e Hurzschlug- Ugg =—56Y, lg = —1 mA, M3 15 50
Stromverstarkung f=1kHz 2M1132 25 100
hg1e HurzschluB- Ugg = —10 ¥, lg = —56 mA, N3 20
Stromverstarkung fe 1 kHz IN1132 30
hiib Furzschlug- Ugp=—5Y, Ig = 1 mA, 25 35 Q
Eingangsimpedanz = 1 kHz
Upm = —10 ¥V, Ig = 5 mA, 10 Q
f=1kHz
haan Leerlauf- Uegp =—5V, g = 1 mA, 1 HS
Ausgangsadmittanz = 1 kHz
Ugp = —10 ¥, Ig = 5 mA, 5 BS
f = 1KHz
hize Leerauf- Ugp=—5Y, g =1 ma, Box 10
Spannungs- f=1 kHz
rilckwirkung Ugp = —10 ¥, Ig = 5 mA, 8x 10
f = 1kHz

* ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite = 300 ps, Tastverhiltnis = 2.
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Schaltwarte
Schaltkreis-Bedingungen
Typ le Inin Inig Ry Uee Unn Ueing. Te
(mA)  (mA) (mA) (Ohm) (V) v () (°C)
2NN =150 —15 10 40 7 10 =25 25
eM1132 —150 —10 10 40 7 10 —20 25
Typische Schaltzeiten
Typ ta tr s i
{ns) {ns) {ns) (ns)
2ZM113H 50 &0 205 60
2N1132 65 85 150 90
Spanzungs-Sigratizman Schattung m
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Typische Kennwerte
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Typische Kennwerte

Gleichstromverstiirhung als Funktion des Kollektorstromes

1o Impulsmessung:  Tastverhlitnis 23¢] 2N1131 5
2 80 Ty = 175°C Tl Ucs = —10V
g " Impulsbreite 300 asec 1|"\l\

[
? &0 h‘-::'--r&”c
E v I 15"6 B
b i o
g ,..---1"""1_—_
A S -\M
] — iy
E m ".—.-. T'];- -=.05 ﬂc '
I -]
= D A [

=] -2 -3 -5 =10 -20-30 -50 -100 -200-300
lg = Kollektorstrom — mA

Im,‘ffl
l LT

Impulsmessung?
Tastverhiltnis 23¢

/l-—l""'l_ it id g
Impulsbreite 300 psec

T

/

e
e Ty =—25°C I —
t - [
F Ty = —55°C Gkt —
0 | |
-1 -2-3 -5 -0 -20-30 -50 -100 -200-300
Ig — Kollektorstrom — mA

hym — Gleichstromverstirkung

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor 2N1132 Datasheet

Typische Kennwerte

Schaltzeiten als Funktion des Kollektorstromes
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Schaltzeiten als Funktion der Umgebungstemperatur
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